
14. Топологические изоляторы
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Гипотеза о реализации состояния топологического изолятора (ТИ) в YbB6 [1] инициировала интерес к этому узкозонному полупроводнику ((g(0,1 эВ) [2-5]. Однако противоречивые результаты фотоэмиссионных исследований [2-4] не позволяют подтвердить существование поверхностных дираковских состояний. С моделью ТИ не согласуется и поверхностный слабый ферромагнетизм, обнаруженный в бородефицитных монокристаллах YbB6-( [6]. С учетом сильной чувствительности коэффициента термоэдс YbB6 к отклонениям от стехиометрии [7] особую актуальность приобретает вопрос о влиянии собственных дефектов на электрофизические свойства гексаборида иттербия.

В работе выполнено исследование транспортных и магнитных свойств монокристаллических образцов YbB6, выращенных методом зонной плавки, при температурах 2-400 К в магнитных полях до 8 Тл. Для роста монокристаллов использовались керамики с небольшим избытком и дефицитом бора, приготовленные из высокочистых (99,999 %) исходных материалов. Обнаружено, что наряду с увеличением концентрации магнитных центров в YbB6 (до ~7 % для S=1/2) уменьшение содержания бора в монокристалле инициирует переход к отрицательному ТКС при гелиевых и промежуточных температурах. Показано, что полевые зависимости эффекта Холла и магнитосопротивления описываются в рамках модели двух групп носителей заряда с доминирующим вкладом дырок с подвижностью (Hh(+16 см2/(В(с) и приведенной концентрацией p/N(Yb)(2,8(10-3. В работе обсуждается связь носителей заряда n-типа, характеризующихся параметрами (He(–1800 см2/(В(с) и n/N(Yb)(4(10-8, с поверхностными состо-яниями, определяющими зарядовый транспорт в YbB6 при низких температурах.
Работа поддержана проектом РФФИ 15-02-03166.
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